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 DIPLOMARBEIT 
 IHT‐Forschungsgruppe Gruppe‐IV‐Heteroepitaxie 

         

Bildquelle: „√3×√3‐R30°‐Bor‐O
berflächenphase auf einer Si(111)‐O
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In den  letzten Jahrzehnten wurden neben rein Silizium‐basierten Konzepten für
die  Mikroelektronik  besonders  Konzepte,  die  auf  den  Legierungssystemen
Si1‐xGex und Si1‐x‐yGex:Cy basieren, erfolgreich erforscht. Das  IHT  ist  international
für  die  Herstellung  von  SiGe‐Heterostrukturen  bekannt.  Aktuell wird  ein wie‐
teres  Anwendungsfeld mit  hohem  Potential  für  SiGe‐Legierungen  in  der  Ver‐
bindung zwischen Optoelektronik und Mikroelektronik gesehen: Silizium besitzt
gute Absorptionseigenschaften  im Bereich von Ultraviolett bis  ins nahe  Infrarot
(NIR). Ab einer Wellenlänge von 1,1 µm wird es allerdings auf Grund seiner indi‐
rekten Bandlücke  transparent. Ein neuer  Lösungsansatz  zur  signifikanten Erhö‐
hung der Absorption einer Si1‐xGex‐Legierung für Wellenlängen größer 1,5 µm ist 
die Beimischung geringer Mengen von Zinn  (Sn). Erste Ge‐pin‐Photodetektoren 
mit  einer  geringen  Sn‐Beimischung  (0,5  %  Sn)  und  verbesserter  optischer 
Empfindlichkeit wurden bereits am IHT hergestellt.  

 

 

 

 

Das  Ziel  dieser  Diplomarbeit  ist  die  Her‐
stellung weiterer optischer Detektoren mit 
Sn‐Anteilen  bis  zu  10  %,  die  in  Wellen‐
längenbereichen des NIR arbeiten. Zusätz‐
lich  unterstützen  Sie  die  Epitaxiegruppe
bei der Herstellung  Si1‐xGex/Ge1‐zSnz‐Hete‐
rostrukturen  mit  schichtanalytischen  Un‐
tersuchungen,  wie  µ‐Raman‐Spektrosko‐
pie,  Ellipsometrie,  Rasterkraftmikroskopie 
usw. 

Abbildung:  Optische  Empfindlichkeit  für  ei‐
nen Ge/Sn‐pin‐Photodetektor (mit 0,5 % Sn) 
im Vergleich mit einem Ge‐Detektor

 

Für  die  Prozessierung  der  GeSn‐Detektoren  steht  Ihnen  ein  modern  ausge‐
statteter Reinraum  zur Verfügung mit  einer  speziellen Ge‐Tieftemperaturtech‐
nologie. 
 

Sie erhalten in dieser Diplomarbeit einen umfassenden Einblick in das Verfahren
der Molekularstrahlepitaxie,  schichtanalytische Methoden,  Bauelementherstel‐
lungsprozesse  und  elektrische  bzw.  optische  Messtechniken  an  Halbleiter‐
detektoren.  
 
 
 

 

   

 

   

Ansprechpartner: Dipl.‐Ing. Jens Werner, ETIT II, Raum 1.409, 
E‐Mail: werner@iht.uni‐stuttgart.de, Tel.: (0711) 685‐68008 

 

 
 


